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１．概要（Summary） 

5G 通信向け高周波 SAW デバイスの特性評価に向

けて、圧電単結晶 LiTaO3/水晶接合基板上への Al の 
10 µm 以下のラインアンドスペースの実装を目指した。ま

た、異方性エッチングを行うために、その実装方法として

NIMS 微細加工 PF の RIE 装置等の設備を利用して 
Al のドライエッチングを行った。また、Al の膜厚は 500  
nm 以下であり、Al のドライエッチングマスクとして 100 
nm 以下の SiO2 膜を用いたため、SiO2 のドライエッチ

ングも同様に RIE 装置により行った。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
多目的ドライエッチング装置 (CCP-RIE)、化合物ドライ

エッチング装置 (ICP-RIE by chlorine gas) 
【実験方法】 

早稲田大学で、LiTaO3/水晶接合基板上に Al(500 
nm 以下) およびSiO2（100 nm 以下）を成膜し、10 µm 
以下のラインアンドスペースのレジストパターニングを行っ

た 20 mm 角サンプルを用意した。そして、NIMS にて、

CHF3 ガスを用いて SiO2 のドライエッチング(流量 50 
sccm、圧力 3 Pa、出力 100 W)を行い、その後、Cl2 ガ

スと N2 ガスを用いて Al のドライエッチング(流量 5 
sccm、圧力 3 Pa/0.3 Pa、電力 50 W/200 W)を行った。 

 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
 ドライエッチング後の Al のラインアンドスペースについ

て早稲田大学で SEM による表面観察を行った結果を

Fig. 1 に示す。20 mm 角基板上で 6 種類のラインアン

ドスペースの目標値通りの作製に成功した。一方で、エッ

チング後に大気中に取り出した際に Al の腐食が確認さ

れ、また、特にスペースの小さいパターンでは、エッジ部

分に Al 残渣や Cl ガスと Al の反応生成物の存在を

確認した。今後、ドライエッチング後の基板処理プロセスを

改善することにより解消する必要がある[1]。 

 
Fig. 1 SEM image of Al pattern 
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